
УТВЕРЖДАЮ

1 2 3 4 1 2 3 4 лк. лб. см. лк. лб. см. лк. лб. см. лк. лб. см.

1 5 6 8 9 11 12 13 14 20 21 22

М.1 1 140 270 480 210 8 30 19 11

М.1.1 180 60 4 4 4

-1 90 30 2 4 2 2

2 90 30 2 4 2 2

М.1.2 195 60 105 30 4 5 5

-1 90 30 45 2 2 1 2 2

2 105 30 60 30 2 2 1 3 3

360 105 150 90 10 10

М.1.3 1 60 15 30 30 1 1 2 2

М.1.4 2 60 15 30 30 1 1 2 2

М.1.5 90 30 2 2

1 45 15 2 1 1

2 45 15 2 1 1

М.1.6 1 45 15 15 1 1 1 1

М.1.7 2 105 60 45 30 4 3 3

405 105 165 90 11 11

М.1.В.1 2 45 15 15 1 1 1 1

М.1.В.2 3 45 15 15 1 1 1 1

М.1.В.3 3 45 15 2 1 1

М.1.В.4 2 60 15 30 30 1 1 2 2

М.1.В.5 105 30 45 30 3 3

1 45 15 15 1 1 1 1

2 60 15 30 30 1 1 2 2

М.1.В.6 1 60 15 30 30 1 1 2 2

45 15 15 1 1

М.1.В.7 1 45 15 15 1 1 1 1

М.1.В.8 1 45 15 1 1

М.2 3 735 3 735 83 83

М.2.2 3 735 3 735 83 83

М.2.2.1 3 735 3 735 83 83

1 810 810 18 18

2 630 630 14 14

Научно-исследовательская работа 3 735

810

630

Математическое моделирование микро- и наносистем 30 45

Практика 3 735

Производственная практика 3 735

Технология микроэлектроники на базе сложных 

полупроводниковых соединений 30 15 90

Блок дисциплин по выбору 1 30 15 45

Проектирование микроэлектронных изделий с 

топологическими нормами до 90 нм 30 15 45

Физика монокристаллического кремния и 

технологических процессов на его основе 60 30 135

30 15 45

30 15 90

Фотонные интегральные схемы 30 15 45

Семинар по квантово-химическому моделированию в 

наноэлектронике 30 30 45

Основы схемотехники сверхвысокочастотных микросхем 30 15 90

Современные проблемы электроники 60 135

Профильные дисциплины 240 135 495

Физика дефектов в технологии микро и наноэлектроники 30 15 45

30 30 45

30 30 45

Основные технологические процессы микро- и 

наноэлектроники 30 15 45

Проектирование аналоговых микросхем 30 15 90

Интеграция технологических процессов микро и 

наноэлектроники 30 15 90

Семинар по современным проблемам микроэлектроники 60 60 90

45 15 90

45 15 135

Факультетские дисциплины 210 105 450

60 60 90

60 60 90

История, философия и методология естествознания 90 30 225

19

Дисциплины (модули) 660 390 1 350

Иностранные языки 120 120 180
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3 1 125 1 125 25 25

4 1 170 1 170 26 26

М.3 255 255 60 7 7

М.3.1 3 3 105 105 30 3 3

М.3.2 4 4 150 150 30 4 4

Ф.1 120 60 60 4 4

Ф.1.В.1 2 60 30 30 2 2 2

Ф.1.В.2 1 60 30 30 2 2 2

2 5 7 4 3 1 Обяз. 5 130 270 3 735 735 270 8 120 109 11

1 1 Фклт. 120 60 60 4

1 1

Распределение зачетных единиц по 

годам и семестрам

60 60

30 30 30 30

Начальник учебного управления      И. Р. Гарайшина

Распределение часов контактной 

работы по годам и семестрам

Всего 

часов

796 138
934

376 420 104 34

Всего 

зачетных 

единицЭкзамены Зачеты

Фиксированные (без ГИА) 660 390 19 21 4 5 400

Физико-химические свойства наноразмерных объектов 30 30 90

Физико-химические основы микро-и наноэлектроники 30 30 90

И
Т

О
Г
О

:

Количество экзаменов 

и зачетов Распределение часов по видам занятий
Распределение аудиторных часов в 

неделю по семестрам

Всего 

часов

Факультативы 60 60 2 2 180

ГИА

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 135

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 180

Факультативы 60 60 180

1 125

1 170

Государственная итоговая аттестация 315


